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der Pauw法†で計測した結果，典型的なシート抵抗は 1,650 
Ω/□，移動度は 1,060 cm2/Vs，シートキャリア密度 8.91 × 
1012 cm-2であった。SiC上グラフェンは基板の影響により
強く n型（電子）ドープされていることが特徴である。体




































図 2.　(a) 10 mm角グラフェン試料，(b)単層単結晶グラフェ
ン断面透過電子顕微鏡像
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端子法により計測しながら，チャンバー内の相対湿度を変
化させた。以下の実験では，二種類のグラフェン試料を用
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van der Pauw法：試料に 4つの端子を取り付けてシート
抵抗とホール係数を測定する手法。シート抵抗とホー
ル係数から移動度とシートキャリア密度が導出できる。
化学ドーピング：結晶の格子内に不純物を導入すること
なく，異種物質を接触させることによりキャリアを誘
起する手法。
構造水層：SiC上グラフェンを超純水に浸漬することに
より表面に形成される。走査プローブ顕微鏡の形状像
で観察できる。
ナノプローブ：走査プローブ顕微鏡用のカンチレバープ
ローブ。最先端部の曲率半径は 10 nm程度。
コンタクトフォース：走査プローブ顕微鏡のコンタクト
モードでの試料－プローブ間の接触力。
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